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最適であることを明らかとした。また，大きな∆Vthを示す RTN には，RTN が複数重畳した複合
RTNが存在することを明らかとした。 
このガンベル分布を用いて，第 1に RTNの 22nm世代までの微細化への影響，第 2に RTNの微
細 MOSFET で適用が考えられている高誘電体ゲート絶縁膜/金属ゲート構造(HK/MG)への影響，




の結果，RTN による∆Vthを抑制できることを明らかとした。さらに，HK/MG MOSFET は，薄い























審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
 手賀氏は、近年特に問題が顕在化している電子デバイスの RTN 現象に対して、MOSFET を題材
にして、先駆けて統計的解析手法を試み、実用化に耐え得る品質を達成するための研究で目覚ましい
成果をあげた。本論文は 9章より構成され、2章で RTN特性の統計的解析手法、3章から 6章はトランジ
スタのスケーリングおよびプロセス依存性による RTN 特性について考察している。2 章から 6 章は日立製




ルを確立した。これは、JJAP において掲載される予定である（受理済み）。さらに、8 章において、RTN の
物理モデルを古典電磁気学により考察し、RTN の活性化エネルギーとバイアス依存性について考察して
いる。モデルをさらに現実系に近づける事により、コンパクトモデル等への展開が期待される。 




 平成 26年 2月 20日、博士論文公開発表会（数理物質科学研究科学位論文審査委員会）におい
て審査委員の全員出席のもと、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。そ
の結果、審査委員全員によって、合格と判定された。 
 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
 
 
 
 
 
